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ПЕРВАЯ ЕЖЕГОДНАЯ РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ПО 
НАНОТЕХНОЛОГИЯМ, НАНОМАТЕРИАЛАМ И МИКРО/НАНОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКЕ
Новосибирский государственный технический университет

ПРОГРАММА 

1-й ежегодной Российской Национальной конференции с международным участием по нанотехнологиям,
наноматериалам и микро/наносистемной технике 

NMST-2016
26-29 июня 2016 г.

26 июня

7.45
 
Прибытие участников на

пристань «Речной вокзал».
8.00

Отправление теплохода.
11.30

Прибытие на б/о «Седова 



Заимка».

12.00 – 13.30
Размещение участников. 
13.30 – 14.30
Обед.

15.00 – 19.00
Регистрация участников.

Спортивные мероприятия.

19.00 – 20.00
Ужин.

20.00 – 22.00 
Культурная программа.
27 июня

9.00 – 9.40
Завтрак

Пленарное заседание 1. 

Зал А.

10.00 – 10.15
Открытие конференции. 

10.15 – 11.00
Обзорный доклад «Современная тенденции в развитии авионики России». Докладчик – д.т.н., проф. А.Н. Серьёзнов, СибНИА им. С.А. Чаплыгина, г. Новосибирск.
11.00 – 11.45 
Обзорный доклад «Полевой транзистор с изолированным затвором (МДПТ)на основе полупроводников с высокой подвижностью носителей заряда - основа будущей быстродействующей наноэлектроники». Докладчик – член-корр. РАН И.Г. Неизвестный, ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск

11.45 – 12.00
Перерыв на кофе
12.00 – 12.45
Обзорный доклад «Проблемы создания высокоэффективных солнечных батарей для космической техники». Докладчик – д.ф.-м.н., проф. О.П. Пчеляков, ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск
12.45 – 13.30
Обзорный доклад «Субминиатюрные светоизлучатели на полупроводниковых наноструктурах».  Докладчик – д.ф.-м.н., проф. В.А. Гайслер, ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск.
13.30 – 14.30
Обед
Пленарное заседание 2.

Зал А.
15.00 – 15.45
Обзорный доклад «Современные тенденции в развитии микросистемной техники в России и в мире». Докладчик – д.т.н., проф. В.А. Гридчин, НГТУ, г. Новосибирск.

15.45 – 16.30
Обзорный доклад «Сенсорные сети для обеспечения работы и безопасности подземных горных выработок». Докладчик –А.Ю. Грачев, ген. директор НПФ «Гранч», г. Новосибирск.
16.30 – 16.45
Перерыв на кофе.

16.45 – 17.30
Обзорный доклад «Основные Особенности Развития Современной Полупроводниковой Промышленности». Докладчик – к.т.н. А.В. Глухов, нач. ОКБ при НЗПП, г. Новосибирск.

17.30 – 18.15
Обзорный доклад «Формирование металл - интерметаллидных многослойных композитов с использованием метода сварки взрывом». Докладчик – д.т.н., проф. В.А. Батаев, НГТУ, г. Новосибирск.
19.00 – 20.00
Ужин

20.00 – 22.00
Культурная программа
28 июня

9.00 – 10.40
Завтрак
Секция 1. Нанотехнологии. Заседание 1.

Зал А.
10.00 – 10.20
Доклад «Effect of ZnO films upon the GaAs epitaxial growth». Докладчик – к.т.н., доц. М.С. Солодовник, ЮФУ, г. Таганрог.
10.20 – 10.40
Доклад «Surface Diffusion of Ga Adatoms on MBE-grown GaAs(001) Surface Studied by Monte Carlo Simulations». Докладчик – С.В. Балакирев, ЮФУ, г. Таганрог.
10.40 – 11.00
Доклад «Исследование Электрофизических и Оптических Свойств Нанокристаллических Пленок In2O3–Ga2O3, Полученных  Импульсным Лазерным Напылением». Докладчик – И.Е. Дёмин, Омский университет дизайна и технологий, г. Омск.
11.00 – 11.20
Доклад «Зарождение Двумерных Островков при Высокотемпературном Эпитаксиальном Росте на  Поверхности Si(111)». Докладчик – Б.И. Дейнекин, НГУ, г. Новосибирск.

11.20 – 11.40
Доклад «Perovskite – New Material for Thin-Film Solar Cells». Докладчик – Е.С. Юданова, ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск.
11.40 – 11.55
Перерыв на кофе.
Секция 1. Нанотехнологии. Заседание 2.

Зал А.
11.55 – 12.35
Доклад «От субмикронных квантовых проводников к графеноподобной решетке: эксперименты и моделирование». Докладчик – В.А. Ткаченко, ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск.
12.35 – 12.55
Доклад «Исследование Двумерных Массивов Нанокристаллов CdSe Методом Высокоразрешающей Электронной Микроскопии». Докладчик – А.К. Гутаковский, ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск.
12.55 – 13.15
Доклад «Влияние Межзеренных Границ на Проводимость в Канале Поликремниевых Тонкопленочных Транзисторов». Докладчик – В.И. Сабурова, ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова, г. Новосибирск.
13.30 – 14.30
Обед

Секция 2. Наноматериалы. Заседание 1.

Зал Б.
10.00 – 10.20
Доклад «Формирование композиционного материала на основе сплавов титана и железа». Докладчик – К.А. Скороход, НГТУ, г. Новосибирск

10.20 – 10.40
Доклад «Химический состав и структура наноразмерных волокон оксида вольфрама». Докладчик – Р.С. Воробьёв, НГТУ, г. Новосибирск.

10.40 – 11.00
Доклад «Структура и свойствуа композиционных покрытий В4С-Ni, полученных воздушно-плазменным напылением». Докладчик – В. Безрукова, НГТУ, г. Новосибирск.
11.00 – 11.20
Доклад «Влияние наноразмерных частиц меди на механические и антифрикционные свойства стали». Докладчик – А.А. Разумаков, НГТУ, г. Новосибирск.

11.20 – 11.40
Доклад «Создание керамического материала с субмикрокристаллической структурой». Докладчик – А.В. Фелофьянова, НГТУ, г. Новосибирск.
11.40 – 11.55
Перерыв на кофе.

Секция 2. Наноматериалы. Заседание 2.

Зал Б.

11.55 – 12.15
Доклад «Исследование интерметаллида Ni3Al, полученного методом искрового плазменного спекания нанопорошков Ni и Al». Докладчик – С.Н. Гуленкова, НГТУ, г. Новосибирск.

12.15 – 12.35
Доклад «Исследование порошкового сплава на основе алюминида никеля, полученного SPS методом». Докладчик – Л.И. Шевцова, НГТУ, г. Новосибирск. 
12.35 – 12.55
Доклад «Аморфные и квазикристаллические структуры, формируемые при сварке взрывом разнородных материалов». Докладчик – О.Э. Матц, НГТУ, г. Новосибирск.

12.55 – 13.15
Доклад «Структурные особенности границ соединения никеля и алюминия в композиционных материалах, полученных методом сварки взрывом». Докладчик – Д.Д. Пахомов, НГТУ, г. Новосибирск.
13.30 – 14.30
Обед

Секция 3. Микросистемная техника.
Заседание 1.

Зал В.
10.00 – 10.20
Доклад «Применение МЭМС Акселерометра для Анализа Двигательной Активности Человека». Докладчик – Д.А. Чистяков, ООО НПФ «Гранч», г. Новосибирск

10.20 – 10.40
Доклад «Применение модулей DWM1000 для системы позиционирования в шахте». Докладчик – М.В. Костенко, ООО НПФ «Гранч», г. Новосибирск.

10.40 – 11.00
Доклад «Совершенствование  Проводной Передачи Данных в Горнодобывающих Объектах». Докладчик – С.И. Венский, ООО НПФ «Гранч», г. Новосибирск.
11.00 – 11.20
Доклад «Система Мониторинга Параметров Оборудования в Подземных Объектах». Докладчик – К.Е. Пономарев, ООО НПФ «Гранч», г. Новосибирск.
11.20 – 11.40
Доклад «Разработка Процесса Быстрого Термического Отжига для Активации Примеси». Докладчик – М.В. Зубрик, АО «НЗПП с ОКБ», г. Новосибирск.
11.40 – 11.55
Перерыв на кофе.

Секция 3. Микросистемная техника.

Заседание 2.

Зал В.
11.55 – 12.15
Доклад «Параметрические карты для оптимизации технологических процессов производства ИС». Докладчик – П.И. Сергеев, АО «Восток», г. Новосибирск.
12.15 – 12.35
Доклад «Численное Моделирование Влияния Температуры на Характеристики Комплементарной Биполярной Пары Транзисторов». Докладчик – М.О. Храпов, НГТУ, г. Новосибирск.

12.35 – 12.55
Доклад «Двумерное Моделирование Процесса Формирования Кремниевых Наноструктур Методом Термического Окисления». Докладчик – А.В. Егоркин, НГТУ, г. Новосибирск.
12.55 – 13.15
Доклад «Исследование Работы Электростатического Микрогенератора в Импульсном Режиме». Докладчик – В.Ю. Доржиев, НГТУ, г. Новосибирск.
13.30 – 14.30
Обед

Секция 1. Нанотехнологии. Заседание 3.

Зал А.
15.00 – 15.20
Доклад «Моделирование процессов отжига подложек InAs методом Монте-Карло». Докладчик – А.А. Спирина, НГТУ, г. Новосибирск

15.20 – 15.40
Доклад «Формирование Островков Вблизи Равновесных Условий Между их Ростом и Распадом в Процессе Осаждения Ge на Si(100) при Высоких Температурах». Докладчик – А.Е. Будажапова, НГТУ, г. Новосибирск.

15.40 – 16.00
Доклад «Моделирование Электрофизических Характеристик МДП транзисторов при Криогенных Температурах». Докладчик – Д.Е. Ипатов, НГТУ, г. Новосибирск.

16.00 – 16.20
Доклад «Взаимодействие ИК излучения с оптическими фононами полупроводниковых нанокристаллов на массивах металлических наноантенн». Докладчик – И.Г. Милёхин, НГУ, г. Новосибирск
16.20 – 16.35
Перерыв на кофе.

Секция 1. Нанотехнологии. Заседание 4.

Зал А.
16.35 – 16.55
Доклад «Quantum dots systems on the basis of III-V semiconductor compounds in wide band gap matrixes». Докладчик – Т.С. Шамирзаев, к.ф.-м.н., ИФП СО РАН им. А.В. Ржанова

16.55 – 17.15
Доклад «Термоэлектрические Свойства Поликристаллического WSe2 с Замещениями Атомов Металла на Ниобий». Докладчик – Г.Е. Яковлева, ИНХ СО РАН им. А.В. Николаева, г. Новосибирск.

17.15 – 17.35
Доклад «Контроль электропроводности пленок однослойных углеродных нанотрубок в процессе синтеза». Докладчик – Я.А. Брянцев, ИНХ СО РАН им. А.В. Николаева, г. Новосибирск.

17.35 – 17.55
Доклад «Тензочувствительность Массива Разупорядоченных Одностенных УНТ
на Полимерной Подложке». Докладчик – В.А. Кузнецов, ИНХ СО РАН им. А.В. Николаева, г. Новосибирск.

Секция 2. Наноматериалы. Заседание 3.

Зал Б.
15.00 – 15.20
Доклад «Исследование структурно-фазового состояния покрытий на основе самофлюсующихся порошков, сформированных методом вневакуумной электронно-лучевой обработки». Докладчик – А.В. Иванова, НГТУ, г. Новосибирск.

15.20 – 15.40
Доклад «Тонкие структурные исследования вихревых зон, сформированных при сварке взрывом разнородных материалов». Докладчик – Е.Д. Зыкова, НГТУ, г. Новосибирск.

15.40 – 16.00
Доклад «Лазерно- электрохимическая Обработка Нанокристаллического Сплава 5БДСР». Докладчик – А.В. Журавлёва, НГТУ, г. Новосибирск.

16.00 – 16.20
Доклад «Формирование Микрогеометрии Поверхности При Ультразвуковом Пластическом Деформировании Металлов и Сплавов». Докладчик – Ю.С. Семенова, НГТУ, г. Новосибирск.
16.20 – 16.35
Перерыв на кофе.

Секция 2. Наноматериалы. Заседание 4.

Зал Б.
16.35 – 16.55
Доклад «Струйная Электрохимическая Микрообработка Отверстий». Докладчик – В.Ф. Макаров, НГТУ, г. Новосибирск

16.55 – 17.15
Доклад «Особенности Электроалмазного Шлифования Покрытий На Основе Наноструктурированных Порошковых Материалов» Докладчик – Д.В. Хасанов, НГТУ, г. Новосибирск.

17.15 – 17.35
Доклад «Оборудование Комбинированной Поверхностной Обработки Металлических Материалов на Базе Химико-термического Упрочнения в Электролитной Плазме и Ультразвукового Деформирования». Докладчик – К.С. Слывакова, НГТУ, г. Новосибирск.

17.35 – 17.55
Доклад «Использование Смазочных Композиций с Дисульфид Молибденом, Графитом при Ультразвуковой Поверхностной Обработке». Докладчик – О.И. Анищенко, НГТУ, г. Новосибирск.

Секция 3. Микросистемная техника.

Заседание 3.
Зал В.
15.00 – 15.20
Доклад «Разработка Датчика Аэрозольных Частиц». Докладчик – В.В. Гумалевский, АО «Тион Умный микроклимат», г. Новосибирск.

15.20 – 15.40
Доклад «Исследование Свойств Поликремниевых Тензорезисторов Субмикронных Размеров». Докладчик – А.С. Черкаев, ст. преп., НГТУ, г. Новосибирск.

15.40 – 16.00
Доклад «Разработка Испытательного Стенда и Исследование Характеристик МЭМС Сенсора Теплового Потока». Докладчик – И.В. Рогатко, НГТУ, г. Новосибирск.

16.20 – 16.35
Перерыв на кофе.

16.35 – 16.55
Доклад «Экспериментальное Исследование Электростатического Вибрационного Генератора Энергии с Непланарным Расположением Электродов». Докладчик – К.Е. Блум, НГТУ, г. Новосибирск.

16.55 – 17.15
Доклад «Физическая Верификация Сенсора Давления с Оптической Модуляцией Сигнала». Докладчик – А.С. Чернов, НГТУ, г. Новосибирск.

17.15 – 17.35
Доклад «Применение беспроводных технологий для построения сенсорных сетей на основе приклеиваемых тензорезисторов». Докладчик – Э.А. Самолётов, инженер-электроник, СГУПС, г. Новосибирск
Пленарное заседание 3.

Зал В.

18.00 – 18.40
Научно-практический семинар «Современные возможности аддитивных технологий для целей 3D-прототипирования». Ведущий – к.п.н., доц. А.И. Рыжков, СГУПС, г. Новосибирск.

19.00 – 20.00
Ужин

20.00 – 22.00
Заключительное заседание 



Оргкомитета. Welcome party.
29 июня

9.00 – 10.00
Торжественный завтрак. 


Награждение лучших 

докладов.

10.00 – 12.00
Регистрация командировочных 



удостоверений.

12.00 – 15.30
Подготовка к отъезду в
Новосибирск. Сдача номеров.

16.00

Отправление теплохода.

20.15

Прибытие в Новосибирск.

